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結果:温度係数

超薄型化による結晶シリコン太陽電池の
高VOC化と温度特性

結晶シリコン太陽電池の発電効率は、温度上昇と共に低
下し、その程度は温度係数（TC）により定量化される。屋
外設置された太陽電池の温度は、標準条件（25°C）を超
えることが多いため、TCを小さくする（温度耐性を高める
）ことで実発電量を増やすことができる。TCを小さくする
には、高VOC化が有効であり、その方策の一つにウェー

ハの薄型化がある。本研究では、ウェーハ薄型化による
高VOC化とTCへの影響について、シリコンヘテロ接合型（
SHJ）太陽電池を用いて実験的に検討した。

高VOC化で
温度係数改善

薄型化で高VOC化

 VOCと温度係数の相関[1]  ウェーハ厚さとVOCの相関[2]
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J-V, suns-VOC

結果：SHJセル特性とウェーハ厚

w(µm) JSC(mAcm-2) VOC(mV) FF(%) η(%)
56.5 37.27 750 81.4 22.72

 ２水準のセルを評価

表面再結合速度を
PECVD条件で調整：

A(good) Seff = 1.1 cm/s
B(poor) Seff = 8.8 cm/s
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ウェーハ厚減少により:

 高精度評価値：
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 SHJセルの温度係数とウェーハ厚の相関

• TCηはTCVOCに強く依存

• 表面パッシベーションが良好
ならば、薄型化によりTCVOC 
及びTCηが向上

 VOCと温度係数の相関[5-9] 動作温度と最適ウェーハ厚の相関

• 温度上昇に伴い最適厚さが減少• 高VOC化でTCが改善

高VOC化の方策：SHJ構造 ＋ ウェーハ薄型化

高VOC化により温度係数（TC）が改善

温度上昇に伴い最適なウェーハ厚が薄型化

高温下では薄型化で発電量を向上できる可能性有
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